
【技術概要】

絶縁性基板と、この絶縁性基板上の導電性薄膜

からなり、この導電性薄膜が、複数個の遮断部

狭小帯２２-k を並列配置した遮断部を、更に直

列に連結帯２１-k を介して交互に周期的に直列

接続したパターンを有するヒューズエレメン

トであって、複数個の遮断部狭小帯２２-k のそ

れぞれが、遮断部狭小帯２２-k を並列方向に互

いに分離する穴部Ｑj よりも面積の小さい電流

狭窄手段（Ｒa2，Ｒb2）を備える。

【特記事項・図面・その他】

ヒューズエレメント 即断性（全Ｉ２Ｔ）：小さいほど良い

ヒューズエレメント及びヒューズ

【効果】

Ｉ２Ｔ値の低減、コスト低減と小型化が可能

なヒューズエレメント及びこのヒューズエ

レメントを用いたヒューズを提供すること

ができる。

【利用分野・適用製品】

ＧＴＯサイリスタやＩＧＢＴ等の半導体ス

イッチングデバイスの保護用のヒューズ

【ライセンス情報】

実施許諾 【可】 権利譲渡 【可】

【技術分野】

電気・電子
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埼玉大学

【事業化情報】

実施実績 【無】 許諾実績 【無】

ライセンス番号：L

【目的】

即断性が高く（低いＩ２Ｔ値）、コスト低減

と小型化が可能なヒューズエレメントを提

供する。


